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Abstract (Basic) : FR 2584863 A 

Electronic component (1) hardened to ionising radiations, includes 
deposited on one face, a protective component (2) including at least 
two distinct materials, the no. of atomic charges of the one material 
being high compared with that of the other. The materials are arranged 
so that the part situated near the electronic component presents a low 
no. of charges. 

USE/ADVANTAGE - Components are used in spacecraft and are esp. 
calculators utilising complex circuits with a high deg. of integration. 
The protection does not require use of special boxes, cases, etc.. The 
integration available is higher than in prior art and at less cost. 
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dire en contact avec le materiau de fixation 3. 

SeJon une autre variante de realisation (non representee), on 
dispose piusieurs couches de chacun de ces materiaux en alternance, 
afin <fameliorer Fef ficacite du dispositif , une couche du materiau a 
5 nombrc de charges faibie restant disposee du cote du composant 
electronique 1. 

SeJon une autre variante de realisation, representee sur la 
figure 2b, le composant protecteur 2 se compose d'au moins trois 
couches, reperees 23, 2* et 25 : la couche centrale (2ft) presente un 

10 nombre de charges eleve ; la couche (25) placee du cote du compo- 
sant electronique presente un nombre de charges faibie pour les 
raisons indiquees plus haut, et la couche (23) placee vers Pexterieur 
du dispositif presente egalement un nombre de charges faibie, afin 
de limiter remission cTelectrons vers le reste de l 9 equipement 

15 electronique. 

Dans un mode de realisation particulier de la structure de la 
figure 2b, les couches exterieures 23 et 25 peuvent etre reaiisees en 
un mfime materiau et de meme epaisseur, ce qui presente I'avantage 
de syinetriser la structure et par la d*obtenir un composant pre- 

20 sentant une meilleure resistance mecanique aux ecarts de tempe- 
rature* 

En ce qui concerne le choix des materiaux constituant le 
composant de protection 2, le materiau a nombre de charges faibie 
peut fetre par exemple un des corps suivants : car bone, aluminium, 

25 silidum, alumine ou silice ; le materiau a nombre de charges eleve 
peut €tre du platine, une ceramique dielectrique, choisie soit dans la 
famille des tltanates, par exemple titanate de baryum modifie (avec 
des metaux lourds) ou titanate de strontium avec oxyde de neodyne 
(egalement modifie), soit dans la famille des oxydes, par exemple 

30 Toxyde de titane (modifie egalement), soit encore une ceramique 
complexe a base de piomb. 

Dans une autre variante de realisation, au lieu de disposer 
successivement des couches de materiaux a nombre Z eleve ou 
faibie, il peut etre avantageux <feviter une transition brutale entre 
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I'embase * par Pintermediaire (Tune couche 44, constitute par 
exemple par une brasure ou, de preference, par une colle ayant un 
nombre de charges faible, pour les raisons indiquees plus haut. Les 
plots de connexion 11 du composant 1 sent relies par des Ills de 
connexion 43 a des pistes condoctrices 41, disposees sur I'embase 4 
et se proiongeant dans des demi-trous pratiques dassiquement a la 
peripheric de I'embase jusquS.sa surface inferieure, pour former les 
plots de connexion du boitier. Le bottier est ferine par un capot 5 9 
dispose sur une partie laterale 44 proiongeant I'embase 4, par 
Pintermediaire tPun Joint 45. 

Les materiaux f ormant Ie boitier peuvent 8tre les materiaux 
connus a cet ef f et. 

Dans une variante de realisation, Pembase 4 peut fitre formee 
a Paide de materiaux tels que ceux qui constituent le composant de 
protection 2, af in <fassurer ainsi la protection du composant electro- 
nique 1 aux rayonnements venant du cfite de Pembase 4. II est 
toutef ois a noter que la protection contre le rayonnement sur cette 
face du composant est moins necessaire que sur Pautre, du fait que 
le composant avec, le cas echeant, son boitier sont en general 
monies sur des substrats comportant eventuellement des drains 
thermiques, f ormant naturellement une premiere protection contre 
les radiations. 

Dans une autre variante de realisation, aussl bien les parties 
laterales que le capot du boitier peuvent Stre egalement constitues 
par des materiaux du type de ceux qui est sont utilises pour realiser 
le composant 2. 

II est a noter que le composant de protection 2 peut ainsi 
comporter une succession de couches conductrices et de couches 
isolantes electriquement, sous reserve que les materiaux isolants et 
conducteurs presentent les nombres de charges Z requis par le 
dispositif selon Pinvention. Le composant 2 peut alors remplir 
tfautres fonctions, telle que celle de condensateur de decouplage. 
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6. Composant selon la revendication 5, caracterise en ce que 
la variation du nombre de charges passe par un maximum (Zm) sensi- 
blement situe dans la zone mediane du composant protectee (2). 

7 Composant selon Pune des revendications precedentes, 
caracterise en ce que le composant de protection (2) est fixe sur le 
composant flectronique (1) au moyen (Tun materiau de fixation (3) a 
nombrede charges faible. 

8. Composant scion Pune des revendications 3 ou *, caracterise 
par le fait que fun des deux materiaux est electriquement conduc- 
teur alors que Pautre est isolant, et que le composant protected (2) 
comporte au moins trois couches desdits materiaux, formant un 
condensateur. 

9. Composant selon Pune des revendications precedentes, 
caracterise par ie fait que le materiau a nombre de charges faible a 
un nombre de charges au plus egal a 20. 

10. Composant selon Pune des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que le materiau a nombre de charges faible 
est choisi das le groupe suivant : carbone, aluminium, sdiaum, 
alumine, sUice. 

11. Composant selon Pune des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que le materiau a nombre de charges eleve a 
un nombre de charges au moins egal a 35. 

12 . Composant selon Pune des. revendications precedentes, 
caracterise par le f ah que le materiau a nombre de charges eleve 
est du platine ou une ceramique dielectrique choisie dans la famdle 
des ditanates, dans la famiblle des oxydes ou dans la faoulle des 
ceramiques complexes a base de plomb. 
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